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MESURES ET ANALYSES DES EMISSIONS RAYONNEES CHAMP PROCHE DES PCB DE PUISSANCE

A BASE DE SEMI-CONDUCTEURS GRAND-GAP MOSFET SIC.

J.M. Dienot'2, R. Ruscassié!, L. Pecastaing’, J.M. Larbaig’, Y. Dumollard’-3, E. Batista3, I. Ramos?“.
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Nous présentons des développements de capteurs EM gravés directement sur substrat PCB de modules de puissance ulilisant des puces

MOSFET SiC (Carbure de Silicium). Les résultats obtenus lors de mesures temporelles et spectrales permettent d'affiner la compréhension et le

solutionnement des fortes contraintes électromagnétiques issus des performances de commutation de ces structures.

CONTEXTE : SEMICONDUCTOR GRAND GAP = MOSFET SIC = CONVERTISSEURS DE PUISSANCE A HAUT RENDEMENT = NOUVEAUX MODES DE DEFAILLANCES CRITIQUES
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OBJECTIFS/TRAVAUX : MESURES IN-SITU CHAMP EM DES MODULES DE PUISSANCE = |[MPLANTATION SONDES/ANTENNES SUR PCB = DETECTIONS/ANALYSES BRUIT EM

1- Etudes préliminaires — design du format

d'antennes intégrées et caractéristiques
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Application/résultats : cartographie
des variations du Champ H sur le
démonstrateur (IGBT Si + Diode SiC)
pendant la commutation
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G. Viné, P. E. Vidal, J.M. Dienot "Characterization Method of Radiated Magnetic Field
Based on Integrated Antenna Measurement Applied to Power Module Technologies",
IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 35, n° 2, pp. 1440-1449, February 2020, D.O.I
10.1109/TPEL.2019.2916261

2- Prototype 1 - implantations de capteurs magnétiques sur

le PCB démonstrateur module de puissance MOSFET SiC.
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Application/résultats : variations spectrales champ H,
fonction de différents modes de défaut en charge.
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J.M. Larbaig, J.M. Dienot, R. Ruscassie, I. Ramos, "The Challenges for Electromagnetic Diagnosis and Control of Power
Devices using Wide-Band Gap Semi-conductors™, in Proc. Of the 7th IEEE International Workshop on Metrology for
Aerospace, pp. 205-210, DOI: 10.1109/MetroAeroSpaced8742.2020.9160314, MAS 2020, Pisa, Italy, 22-24, June 2020
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3- Application sur module de puissance industriel LV100

avec capteurs de champ magnétique (Tore Rogowski).
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Application/résultats : détections par Ila réponse
temporelle de phases de court-circuit du module LV100

avant dégradations et seuils de destruction.

Seuil de tension
(0,2us)
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Y. Dumollard, E. Batista, L. Pecastaing, J.M. Dienot, "Modeling and simulation methodology for considering
delamination and bonding pull-out in a SiC MOSFET chip during the short-circuit phase", in Proc. of the IEEE 12th
International Symposium on Power Electronics for Distributed Generation Systems, ISBN : 978-1-6654-0465-5, PEDG

2021, Chicago, USA, June 28 — July Irst, 2021.

REPONDRE AUX NOUVEAUX CHALLENGES EMI/EMC DES MODULES DE PUISSANCE GRAND GAP .

S DIFFERENTS CAS D'INTEGRATION DE SONDES DE CHAMP PROCHE SUR DES MODULES DE PUISSANCE A BASE DE MOSFET SIC

S DESIGN DES ANTENNES, POSITIONNEMENT, SENSIBILITE ET BANDE PASSANTE DE MESURES.
o ACCES TEMPOREL(OSCILLOSCOPES) ET FREQUENTIEL{ANALYSEUR DE SPECTRE) AUX CARACTERISTIQUES INTERNES HAUTES FREQUENCES DES DIFFERENTS ELEMENTS DE PUISSANCE

< ANALYSES DES MESURES EN TEMPS REEL © METHODES DE DIAGNOSTICS ELECTRIQUES/ELECTROMAGNETIQUES

Neuvieme Conference Pléniere du GDR ONDES
30 novembre et ler décembre 2021, pole LILLIAD, Universite de Lille

PROTECTIONS ET AMELIORATIONS DE LA FIABILITE ELECTROMAGNETIQUE © PERFORMANCES ET SURETE DES SYSTEMES DE GESTIONS DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
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